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XXIV ENFMC - Resumos

de platina. Como forma alternativa, utilizamos
tambem o eletrodo de aco inox (de uso em protese or-
topedico). O aco inox nao mostrou reacao com o acido
fluoridrico, o qual possibilitou tambem a obtencao do

silicio poroso. As amostras obtidas foram analisadas

pela tecnica de fotoreflectancia optica.

SEMICONDUTORES (Disposi-
tivos e Instrumentacdo / Cresci-
mento e Caracterizagao - Painéis)
— 16/05,/2001

[Painel - 14:00]
Desenvolvimento de modelo tedrico para a
caracteristica capacitancia-tensdo (C-V) em
estruturas MSM (Metal-Semiconductor-Metal)
heterodimensiohais.
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Dispositivos semicondutores formam os fundamentos
da eletrénica moderna. Dentre estes dispositivos
destacam-se os fotodetectores, que sdao componentes
essenciais em sistemas de comunicagdes Gpticas, pois
convertem o sinal éptico em sinal elétrico. As diver-
sas aplicagdes tecnoldgicas existentes atualmente de-
mandam quantidades enormes de informagdes que de-
vem ser transmitidas e recebidas & grandes velocidades,
razdo pela qual dispositivos capazes de suprir tais
exigéncias tornaram-se de grande interesse. Por isso,
estruturas MSM (Metal-Semicondutor-Metal) interdig-
itais de barreira Schottky tém sido largamente empre-
gadas em sistemas de comunicagdes Opticas. Ofere-
cem alta velocidade de resposta, integrabilidade com
circuitos optoeletrdnicos e de microondas e baixa ca-
pacitancia. Além disso, as técnicas atuais de fabricagao
bastante aprimoradas permitem que os custos desses
dispositivos sejam relativamente baixos, atraindo cada
vez mais pesquisas nessa linha. O objetivo deste tra-
balho é desenvolver um modelo tedrico que seja ca-
paz de descrever corretamente a caracteristica de ca-
pacitancia-tensio (C-V) de dispositivos MSM de het-
erojungio. Simula¢des numéricas sdo usadas como
uma ferramenta para a compreensao do mecanismo de
operagao desses dispositivos, permitindo a optimizag¢ao
do seu desempenho, em particular quanto & rapidez
de chaveamento e comutagio. Partimos de uma for-
mulagdo previamente publicada por um dos autores
[IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol 34, no.
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12, pp. 2814-2320, Dezembro, 1998] para a solucao
numérica auto-consistente unidimensional das equagdes
de Schrddinger e Poisson para uma sequéncia arbitraria
de camadas semicondutoras colocadas sob uma barreira
Schottky. A técnica foi extendida para o caso bidimen-
sional das estruturas MSM, mais precisamente, para o
caso da andlise relativamente mais complexa da carac-
teristica (C-V) de jungdes Schottky heterodimensionais,
no caso especifico de uma jun¢do na qual um metal é
posto em contato com um gés eletronico bidimensional

- (2-DEG) confinado 4 um pogo quantico. A formulagio

proposta foi implementada e os resultados obtidos sao
comparados com os dados experimentais disponibiliza-
dos na literatura e/ou por nossos colaboradores.
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" Em lasers de semicondutor de alta poténcia ocorre

muita absorgio éptica nos espelhos devido aos esta-
dos de superficie e portadores livres, causando assim
um aumento de temperatura nesta regido. Este aque-
cimento é o principal motivo de deterioracdo destes
lasers. Atualmente, existem varias pesquisas com o in-
tuito de minimizar este problema. Em nosso grupo, es-
tamos investigando a utiliza¢do de implantac8o idnica
nos espelhos com o objetivo de diminuir a absorgao da
emissao proveniente do po¢o quéntico nas camadas con-
finantes do laser. A Microscopia Fototérmica de Re-
flexdo permite avaliar a distribuigdo de temperatura
com resolu¢do micrométrica nos espelhos de lasers em
funcionamento. Esta técnica .nos fornece uma imagem
térmica da amostra através da reflexdo de um feixe
de prova cuja intensidade varia com a temperatura na
superficie da amostra. Através de medidas de campo
préximo pode-se visualizar a distribui¢do de energia lu-
minosa nas facetas de lasers. Estas medidas indicam
um maior confinamento lateral da luz na faceta implan-
tada. Neste trabalho realizamos um estudo do aquec-
imento dos espelhos de lasers utilizando a técnica de
Microscopia Fototérmica. Lasers do tipo ridge de pogo
quéntico de InGaAs/GaAs e camadas confinantes de
InGaP foram fabricados tendo uma das suas facetas
tratada por implantacio com fons de Het a 100keV e
dose de 1 x 10'3¢cm~2. Apresentamos uma comparagao
entre os mapas térmicos da face implantada com os da
néo implantada. Além disso, comparamos também os
mapas térmicos com a distribui¢do do campo eletro-
magnético nos espelhos. Desta forma, podemos avaliar
os efeitos da implantagio ibnica na distribui¢io de tem-
peratura nos mesmos.
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